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ЛОЯЭД'ШЕ ЖЕСТКО.; ЧАСТИ У - МЗЛУЧТЯШ' ОЖхТРОНОВ

О ЭНЕРГИЙ i 4,4 ГоВ В ОРИЕНТИРОВАННОМ КРИСТАЛЛЕ AJLiAoA

Приведены результаты измерений спектра % - квапгсз ъ диа-

пазоне энергий О,G3 - 4,Ь ГэВ, изл^'чепнух' электронами с онер-

П5ей 3in= 4.4 ГзВ, которые проходят ылкта.лл ал'.маза тс^сциной

J(jj MKW под г.)ухч!.№. углами по откошенда к ^ло^кссти ^.ПС) и

оси U0G]. Лри углах влёта электронов 8 --•._;: 6 = 3 - Г ^ и а д .

относительно оси наилюдаетс-я значителыюе по сравнению с разо-

,;]йе!-д'кровш1НЫы кристаллом усиление выхода излучения до знерпш

:"\-- •.. '|":ji- . '.;тя1 Бу> 2 ГзЕ выход у - квантов подавляется на

?,-'•• • •• ' !•• случае плоскости акоглальное поведонле выражено

СЛ.-1-;
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BEHAVIOUR OP HARD PART OP Y -RADIATION OP 4 . 4 GeV

ELECTRONS IN ORIENTED DIAMOND CRYSTAL

The measurement resul ts f o r the spectrum of ^-mjanta in the eneroy

ranoe 0.03*4,0 GeV, emitted by ?-Л GeV electrons that ''as*: tbr-ouoh д \OO rp

th ick diamond c r y s t a l at small anoles with respect to the Plane ( l l ' i ' i япН

axis [100] are reported. At the electron incidence annies 6 = 0 and

9 = 3 10"' rad r e l a t i v e to the axis nnp can observe я ctrev'prabie

(as compared to a disoriented crysta l ) i n t e n s i f i c a t i o n of the r a d i a t i o n

y i e l d up to E^ = 2 GeV; at Ey > 2 GeV the у -auanta y ie ld is sunoresserf

by 20 т 30 %. In the case of plane the anomalous behaviour is less nro-

nounced.
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Экспериментальные исследования излучения .электронов боль-

ших энергий при юс пролёте параллельно аяоскости и оси различ-

ных монокристаллОБ, в основном, проводились в низкоэнергетичес-

кой области спектроЕ фотонов, т.е. при Ьй>/Е
0
= ас<0,1 ; где

h&>- энергия фотона, E
Q
- начальная энергия электрона. Исследо-

вания более жесткой части спектра при энергии E
Q
 Z> 4 ГэВ пред-

ставляют "двоякий интерес [1,2]. Б процитированных работах об-

ращено внимание на следующие Еажные обстоятельства.

I. Авторы работы [ U считают, что при осевом каналировании

электронов высоких энергий, помимо уже известного интенсивного

низкочастотного излучения [3,4] , должно возникать также мощное

излучение при высоких частотах, которое они называют электри-

ческим синхротронным. Используемое при расчетах [I] синхрбтрон-

ное приближение становится справедливым для алмаза, начиная с

энергии 3,7 ГэВ, и по мнению авторов работы [I] , эксперимен-

тальные результаты до X = 0,05, полученные ранее нами (см.

работу [I] ) и в ЦЕРНе [5] , не противоречат их теории, но ре-

зультаты с электронами пока еще недостаточно полные; нёобходи-



•ло продолжить измерения при больших х , чем это сделано.

2. Излучение вблизи верхней границы тормозного спектра в

ориентированном кр^тталле обязано взаимодействию с малыми при-

цельными параметрами и не связано с когерентными явлениями.

Именно это обстоятельство лежит в основе другой работы [2] .

слектроиы в режиме осевого [2] и плоскостного [2,6] каналиро-

ванля блляе подходят к ядрам кристалла и потому интегральные

выходи как ядерных реакт'хш;, так и излучения при X , близких

к 1 , значительно, усиливаются по сравнению с соответствующем

a'.'op'iiHh;:.: ЕкцестЕОг.! эквивалентно:* радиационной толщины. Над -

барьерные :.'.е электроны дают вклад не выше а;.юр;шого уровня [2]

:: потогу отмеченные особенности взакт.юдейстЕИя :.южо использо-

вать для идентификации pe.?Ji
T
.;a прохо;.-де>шя электронов вблизи

кристаллических осей п плоскостей, что предетаЕ.яя.ется ваша:.;

для Е;.:яЕле:1"1Я полной картхпш Езалг.;оделствия.

Лостанозгл эксперимента стиг.улирована сп^адией и ЕОЗГ.:ОК-

чостя:;^, ormcai:iiH:.:n в п;/нкта:с 1 и 2.

Ио.мереьтхЯ спектров ^отоноь при разл1г-1кнх ориентацкях г.юно-

крксталла ал!:аза толгэшой ЮС- ;-.к.-; и в гмроком диапазоне ь

проводились на BHJ'трение:.: ц>^чке Ереванского синхротрона с

энергией электронов L^= 4,4 ГэВ и понО':ро;.!атичностью ~L,6

?ас::од:1"."ос.ь ITJ":-'&, определенная по характеристика!." С1Ш.хротрон-

ного :',зл:"чеш:я, била не хуке 5 . 1С"
0
 ?1Д., что меньше крити-

ческого
 и
.тла 1санэл1:розашм Линдхарда в плоскости { Q

K
~ ИГ'*радп

и ОСУ. ( 6
К
 ~ 2 • 1-_~

г
 рад.) оонокрпсталла алмаза.

T̂HociiTCvTbiiOe ко..1;1честЕо про-юзденш"! олектроноЕ через ис-

слегс
т
е:.гу;о :.;::пень определялось по синхротроны ом;- излучению элек-



тронов при помощи монитора вторичной эмиссии, который бил раз-

мещен в вакуумной трубке ускорителя.

Энергия 'у - квантов измерялась парны:; магнитным спектро-

метром с точностью ~ lSS/з до ос < 0,05 и 5- 3% при х > С,05.

Гониометрическое устройство позволяло устанавливать необ-

ходимую ориентацию осей и плоскостей с точностью 4,5.10" рад.

На рисунке приведены измеренные спектры, которые нормиро-

вались на соответствующий выход от разориентированного крис-

талла. Верхняя часть рисунка представляет результаты при колли-

мации излучения в угле + 1,5 • 10 рад., нижняя часть рисун-

ка - соответственно + 3 • 1С рад., что равнозначно отсутст-

вию коллимации, так как в таких условиях от кристалла регистрп-

руется практически всё излучение.

Из рисунка видно, что, наряду с интенсивной эмиссией рото-

нов при малых X в случае осп [ Ю С ] значительное усиление из-

лучения наблюдается до X «0,3 - 0,4, причем относительные

выходы при ос ^0,15 слабо зависят о? коллиматш пучка и не

изменяются даже при угле ЕЛёта относительно оси 0 =2,7 •

т IG рад., превышающей критический угол Линдхарда. Последнее

в работе [I] не предсказывалось,

Усиление излучения: от позитронов примерно той не энергии,

что и у нас, п той же ориентации кристалла атгаза, как это сле-

дует из .экспериментальной работы [?J , выполненной недавно,

выражено слабее по сравнению с электронами и оно прекращается

при меньши:: X ,

•* Из рисунка также видно, что в-крайне жёстко
1
"! части спектоа

при X > С, 5 выхода из.ч;.'чения при прохождении электтюнов паоал-



леяьно плоскости (IJU) глало отличаются оу случая раиориеити-

рораннсго кристалла. Лри углах влёта Ь = ь и fc? -- :-.•;,7 = 1 С""'рал.

оттюоите.яьно оси fiUOj соответствующие выхода зшметно подавле-

ны па. сравнению с разориентированным кристаллов даа-о пои угле

КОЛЛАЬМШЦШ + 3 • IG"' рад. Заметив, что указанны!! угол колаи-

: !ации почти в 3-раза превышает характерны;! угол излучения 1/у .

где ^-лореш],-инктор первичного электрош.

Taicir.' образом, независимо от колъ1:.18лг/:л, ни в случае плос-

icocr:i, лл Е случае оси не наблюдается превышение Б Ц : ; О Д О Е [ ^ , С ]

крайне ;.";ecrKoii части спо.'стра по оритпеиию с тяориеикгироЕа;щы;,'

крзт-талло;.:, которое у.: :::.-ело I.IGCTO , о с л:* ::i ica-iiajnipoBanicic

олектроны составляли зо.мет1;ую долю nrHy^oj^ni'evc пучкл.
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Споктрц из.^чеШш электронов из ионокристалона, алг.таза

то.ти!гиноы ЮС ьтал при углах влёта:

относительно плоскости (НО) • - ( б - 0), относитель-

но оси [ЮС] О - ( 6 = 0 ) , • - ( 0 = 3 • I I " 4 рад.) .

2ер:ошя часть рисунка соответствует коллимации

+ 1,5 • IC~* pajr, нижняя часть + 3 • К; рад.
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